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Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop
elektronowy FEI Quanta 3D FEG
zintegrowany z systemem EDAX Pegasus
XM4i
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Probka scieniana jonowo
FIB pod katem 36"

Analiza orientacji
EBSD pod katem 70°

ﬁysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisjg polowa (termo- \
emisja Schottky’ego) wraz z dodatkowym wyposazeniem: systemy EDS i EBSD oraz

FIB, umozliwia tréojwymiarowa analize morfologii, sktadu chemicznego i orientacji
krystalograficznych. Mikroskop pozwala na badania materiatlow przewodzacych (metali
i ich stopéw) oraz probek nieprzewodzacych takich jak: ceramika, polimery oraz ma-
terialy organiczne. Zapewnia prowadzenie obserwacji w warunkach zmiennej prézni
k w komorze preparatu, tj. w warunkach wysokiej i niskiej prozni. )
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Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy FEI Quanta 3D FEG

zintegrowany z systemem EDAX Pegasus XM4i

Mikroskop posiada nastepujace parametry techniczne (wymieniono tylko najistotniejsze z nich):

. Gwarantowana zdolnos¢ rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczo$¢ obrazéw elektronéw wtérnych przy na-
pieciu przyspieszajacym 30 kV wynosi 1,2 nm dla wysokiej prézni i 1,5 nm dla niskiej prézni.

. Mikroskop wyposazony jest w 3 detektory elektronéw:

- detektor elektronéw wtérnych do pracy w trybie wysokiej prézni (detektor Everharta-Thornleya);
- detektor elektronow wtoérnych do pracy w petnym zakresie niskiej prézni;
- potprzewodnikowy detektor elektronéw wstecznie rozproszonych.

. Napiecie przyspieszajace zmieniane w sposoéb ptynny w zakresie od 200 V do 30 kV z catkowita kompensacja efektow
przesuwu i rotacji obrazu.

. ¢ Mikroskop jest wyposazony w kolumne jonowa (FIB - Focused lon Beam) o nastepujacych parametrach:

- napiecie przyspieszajace regulowane w zakresie od 2 kV do 30 kV;
- prad wiagzki jonowej regulowany w zakresie od 1 pA do 60 nA.

. Uktad spektrometru EDS umozliwiajacy detekcje pierwiastkow o liczbie atomowej Z 2 4 (od boru wzwyz).

. Detektor spektrometru EDS typu Silicon Drift Detektor (SDD) o aktywnej powierzchni 30 mm? i spektralnej energetycznej
zdolnosci rozdzielczej 136 eV (specyfikowanej dla linii Mn Ka).

. Spektrometr EDS zapewniajacy mozliwos$¢ rejestracji promieniowania rentgenowskiego:

- z punktu;

- z wybranego obszaru zredukowanego;

- z catego obszaru skanowanego wigzka elektronowa (mapping);
- wzdtuz dowolnie poprowadzonej linii (linescan).

. Petne widmo rentgenowskie dla kazdego piksela z zadanego obszaru (spectral imaging).

. Spektrometr EDS umozliwia wykonywanie analizy ilosciowej catkowicie bezwzorcowo lub z wykorzystaniem wzorcoéw ana-
litycznych (korecje ZAF i PhiRoZet) w wysokiej i niskiej prozni.

. Uktad dyfrakcji elektronéw wstecznie rozproszonych EBSD umozliwiajgcy akwizycje i analize obrazéw dyfrakcyjnych, two-
rzenie map orientacji krystalograficznych oraz przeprowadzanie petnej identyfikacji fazowe;j.

. Uktad EBSD wyposazony w kamere CCD chiodzong systemem Peltiera o rozdzielczosci 640 x 480 x 12 bitow.

. Kamera CCD dla uktadu EBSD ze zmotoryzowanym mechanizmem wprowadzania i wyjmowania kamery do i z komory
mikroskopu elektronowego Detektor elektronéw rozproszonych do przodu (Forescatter Detector) zintegrowany z kamerg
CCD.

o Uktad EBSD wyposazony we wszystkie elementy niezbedne do kontrolowania wiazki elektronowej w mikroskopie za po-
Srednictwem wiasnego generatora skanowania oraz umozliwiajacy import obrazéw elektronowych.

. Uktad EBSD umozliwiajacy wskaznikowanie wszystkich uktladow krystalicznych i krystalograficznych grup punktowych.

. Edytor plikéw referencyjnych umozliwiajacy import z zewnetrznych baz danych dyfrakcyjnych (np. ICDD, ICSD) oraz auto-
matyczna korekte tych danych z uwagi na réznice w intensywnosciach dyfrakcji elektronow dla tych samych ptaszczyzn
odbijajacych.

Pozwala na:

Badania struktury nanomateriatow.

Badania morfologii i sktadu chemicznego probek nieprzewodzacych w zmiennej prozni.

Analize topografii orientacji materialow drobnokrystalicznych z pelna identyfikacja fazowa.

Analize przestrzenna (3D) zaréwno cech morfologicznych jak i sktadu chemicznego oraz parametrow krystalograficznych.
Analize map skiadu chemicznego EDS oraz map orientacji EBSD z tego samego obszaru.

Badania zmian orientacji krystalograficznych oraz przemian fazowych w trybie in-situ (za pomoca stolika grzewczego).
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